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타원편광분석법을 이용한 AlP 유전함수 연구
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  본 연구에서는 광학소자에 폭넓게 이용되는 AlGaP III-V족 화합물 반도체 중에서 한쪽 끝 이

종화합물인 AlP의 유전함수를 0.75∼5.05 eV의 에너지 영역에서 타원편광분석법을 이용하여 분

석하였다. AlP는 산소와 급격히 반응하기 때문에, 대기 중에서 물질 고유의 광특성이 유지되기 

어려울 뿐만 아니라, 박막 위에 생성되는 산화막 때문에 순수한 AlP의 유전함수 측정이 불가능

하다. 본 연구에서는 물질의 유전함수에 미치는 산화 효과를 최소화하기 위하여 Molecular 
Beam Epitaxy로 성장한 1.0 μm 두께의 AlP 박막을 초고진공 상태의 chamber 안에서 타원편광

분석기를 이용하여 실시간으로 측정하였다. 박막의 투명도에 의해 나타나는 간섭 pattern과 표면 

거칠기 효과로 인한 유전함수의 왜곡을 보정하기 위하여 변수화 모델이 이용되었으며 다층 변

수화모델 계산을 통하여 순수한 AlP의 유전함수를 얻어낼 수 있었다. 본 연구에서 측정된 순수

한 AlP의 유전함수는 타원편광분석기를 이용한 최초의 실험결과로서 이차미분을 이용한 전이점

(Critical Point) 분석결과 이론적인 electronic band structure에서 E1, E1+Δ1, E2에 해당하는 전이점

들을 확인할 수 있었다.
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